
Fig.1  Structure of InGaAsN/GaAsSb type II MQW  

       diode grown on InP substrstes 

       diode grown on InP substrstes 

Fig.2  EL spectra of as-grown and annealed 

      InGaAsN/GaAsSb type II MQW diode. 

       diode at 20K. 

       diode grown on InP substrstes 

InGaAsN/GaAsSbタイプII量子井戸ダイオードのアニール効果（Ⅱ） 

Annealing effect of InGaAsN/GaAsSb quantum wells diodes on InP substrates(Ⅱ) 
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InP基板に格子整合する InGaAsN/GaAsSbタイプ II量子井戸ダイオードは中赤外領域の発光・

受光デバイスへの応用が期待されている。前回、550℃でアニールすることによりエレクトロルミネ

ッセンス（EL）のピーク波長が長波長化することを報告した[1]。今回、アニール温度を 600℃に上

昇させることにより、さらに長波長化が進むことを見出したので報告する。 

素子は分子線結晶成長法（ＭＢＥ法）により作製し、Snドープ（100）InP基板上に、ｎ型 InAlAsク

ラッド層、ｎ型 InGaAs/InAlAs 超格子光閉じ込め層、InGaAsN/GaAsSb タイプ II 量子井戸層

（InGaAsN 層が３層）、ｐ型 InGaAs/InAlAs 超格子光閉じ込め層、ｐ型 InAlAs クラッド層を順次積

層した構造を有している（Fig.1）。成長温度は 480℃とした。 

Fig.2 は、20K における As-grown およびアニール処理をほどこしたﾀﾞｲｵｰﾄﾞのＥＬスペクトルを

示したものである。アニール処理は窒素雰囲気中において 550℃及び 600℃で 30 秒間行ってい

る。図からわかるとおり、As-grown の試料の EL ピーク波長が 2.52 μm であるのに対し、アニー

ル処理によりＥＬピーク波長は大幅に長波長化し、600℃アニールにおいては、ＥＬピークは 4.0μ

mまで長波長化している。当日は InGaAsN/GaAsSb多重量子井戸（MQW）層のX線回折スペクト

ルと電気伝導特性におけるアニール効果についても報告する予定である。 

[1] 河村他：第 76回応用物理学会秋季学術講演会 (2015) 
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